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Papereihin      Tentissä sallitut apuvälineet 
 - sukunimi ja etunimet   - kynät, kumit jne. 
 - opiskelijanumero    - taskulaskin 
 - koulutusohjelma.    - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 
 
1. Selvitä lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan 
 - neutronisäteilytys  
 - SiC 
 - SOA 
 - prospektiivinen oikosulkuvirta 
 - Hall-anturi. 
 
2. Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet. 
 
3.  Esittele kirjassa esitetyt puolijohdetehokomponenttien jäähdytysmenetelmät ja -laitteet sekä 

niiden keskinäiset edut ja haitat.  
 
4.  Yksivaiheisen diodisiltamoduulin SKB 26 (datalehti oheisena) jäähdytykseen käytetään jääh-

dytyselementtiä, jonka lämpövastus Rthsa = 5 ˚C/W. Kuinka isoa tasavirtaa sillalla voidaan 
syöttää, kun jäähdytysilman lämpötila on 65 ˚C? Sillan lähdössä on iso suotokondensaattori. 

 
5. Erään hakkuriteholähteen pienjännitelähdön tasavirran suodatukseen käytetään ferriittisydämistä 

kuristinta, joka on käämitty kiertämällä 8 kierrosta 35 mm levyistä ja 0,5 mm paksuista 
kuparifoliota käämirungon ympäri. Kuparifolioon on teipattu toiselle puolelle eristeeksi 0,2 mm 
paksu muovikalvo. Käämirungon halkaisija on 40 mm ja leveys 38 mm. Kuristimen virta on 
oheisen kuvan mukainen. Laske käämin häviöteho. Huom! Mitoituksessa tarvittavia käyriä ym. 
on tehtäväpaperin sivulla 2. 
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